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Прозрачные проводящие пленки (ППП) с 
большой шириной запрещенной зоны, высокой 
прозрачностью и низким сопротивлением яв-
ляются востребованным материалом для фото-
вольтаичных гетероструктурных преобразова-
телей солнечной энергии. 

На сегодняшний день наиболее широко ис-
пользуемыми ППП являются пленки оксида 
индия-олова (In2O3)0,9-(SnO2)0,1  (ITO), которые 
обладают подходящими характеристиками. 
Однако, в силу ограниченности запасов индия в 
земной коре (постоянный рост стоимости), а 
также высокой токсичности и опасности для 
окружающей среды производства ITO про-
мышленных масштабов, существует необходи-
мость замены данного материала более безо-
пасным, экономически выгодным и доступным.  

Именно таким перспективным материалом 
для создания будущей электроники и оптоэлек-
троники является оксид цинка легированный 
донорными примесями. С экономической точки 
зрения алюминий является наиболее выгодной 
донорной примесью. Легированный алюмини-
ем оксид цинка (ZnO:Al) удовлетворяет все 
вышеперечисленные условия: не токсичен (на 
стадии производства и использования), распро-
страненность сырья в земной коре, высокая 
стабильность к водородной плазме и перепадам 
температуры [1], обладает большой шириной 
запрещенной зоны (~3,34 еВ), что дает возмож-
ность материалу быть высоко прозрачным 
(~85-95%) в широком диапазоне длин волн 
(300-1000 нм), а также низким удельным со-
противлением (~2·10-4 Ом·см) [2]. 

 

Для напыления образцов на кремниевые и 
стеклянные подложки нами использовался  

 
 

 

метод реактивного магнетронного распыления 
составной мишени Zn с вставками Al. Для 
улучшения кристаллического совершенства 
пленок ZnO:Al и поддержания постоянной ско-
рости их роста использовался новый подход в 
магнетронном распылении ZnO:Al, а именно, 
метод послойного роста [3]. Этот метод позво-
ляет выращивать качественные пленки на раз-
личных как кристаллических, так и аморфных 
подложках. В процессе эксперимента нами из-
менялось давление плазмообразующего газа – 
аргона.  

 В ходе исследования температурных зави-
симостей удельного сопротивления и коэффи-
циента Холла установлено, что изменение дав-
ления аргона в рабочей камере влияет на ши-
рину запрещенной зоны, а также на подвиж-
ность и удельное сопротивление.  

Исследовано морфологию поверхности и 
структуру пленок ZnO:Al методами рентгенов-
ско-дифракционного анализа и атомно-силовой 
микроскопии. Установлено, что с увеличением 
давления аргона размеры зерен увеличиваются. 
Полученные в ходе нашего эксперимента ре-
зультаты хорошо согласуются с ранние опуб-
ликованными данными [4].  
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